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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Дать определение интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 
2. Дать определение элемента интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
3. Дать определение компонента интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
4. Дать определение корпуса интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
5. Дать определение подложки интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
6. Дать определение кристалла интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
7. Дать определение бескорпусной интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
8. Дать определение платы интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
9. Дать определение полупроводниковой пластины с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
10.  Дать определение критерия сложности интегральной схемы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Дать определение пленочной микросхемы с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 
2. Методы конструирования и производства пленочных микросхем в радиоэлектронной аппаратуре?
3. Какие элементы возможны в пленочной микросхеме с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?
4. Дать определение гибридной микросхемы с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

5. Методы конструирования и производства гибридных микросхем в радиоэлектронной аппаратуре?
6. Какие элементы возможны в гибридной микросхеме с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?
7. Дать определение полупроводниковой микросхемы с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 
8. Какие элементы возможны в полупроводниковой микросхеме с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?

9. Дать определение совмещённой микросхемы с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

10. Какие элементы возможны в совмещённой микросхеме с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Пленка имеет удельное поверхностное сопротивление 1КОм. Рассчитать сопротивление резистора длиной 4мм и шириной 1мм с использованием математического пакета.
2. Пленка имеет удельное поверхностное сопротивление 1КОм. Рассчитать сопротивление резистора длиной 1мм и шириной 4мм с использованием математического пакета.

3. Пленка имеет удельную поверхностную максимальную рассеиваемую мощность 1Вт/см2. Рассчитать рассеиваемую можность резистора длиной 2мм и шириной 2мм с использованием математического пакета.

4. Пленка имеет удельную поверхностную максимальную рассеиваемую мощность 2Вт/см2. Рассчитать рассеиваемую можность резистора длиной 1мм и шириной 4мм с использованием математического пакета.

5. Пленка имеет удельное поверхностное сопротивление 1КОм. Рассчитать длину и ширину резистора сопротивлением 1КОм из данной пленки с использованием математического пакета.

6. Диэлектрическая плёнка имеет толщину 1мкм и относительную диэлектрическую проницаемость 10. Определить емкость конденсатора с размерами обкладок 2мм х 2мм с использованием математического пакета.
7. Диэлектрическая плёнка имеет толщину 1мкм и относительную диэлектрическую проницаемость 10. Определить емкость конденсатора с размерами обкладок 1мм х 1мм с использованием математического пакета.

8. Диэлектрическая плёнка имеет толщину 1мкм и электрическую прочность 10КВ/мм. Определить максимальное пробивное напряжение конденсатора с размерами обкладок 2мм х 2мм с использованием математического пакета.

9. Диэлектрическая плёнка имеет толщину 2мкм и электрическую прочность 10КВ/мм. Определить максимальное пробивное напряжение конденсатора с размерами обкладок 1мм х 1мм с использованием математического пакета.

10. Диэлектрическая плёнка имеет толщину 1мкм и относительную диэлектрическую проницаемость 10. Определить размеры обкладок конденсатора для достижения емкости 10нФ с использованием математического пакета.
6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Перечислите этапы производства ИС в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
2. Как выращивается кремний в основных технологических процессах производства?
3. Приведите основные технологические процессов производства пластины?
4. Приведите основные технологические процессы шлифования  пластин?

5. Что такое травление в основных технологических процессах производства?

6. Что такое легирование в основных технологических процессах производства?

7. Что такое ионное бомбардирование в основных технологических процессах производства?

8. Что такое эпитаксиальное наращивание в основных технологических процессах производства?

9. Что такое металлизация в основных технологических процессах производства?

10.  Что такое напыление в основных технологических процессах производства?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Особенности микросхемы КМОП с точки зрения основных методов конструирования и производства радиоэлектронной техники?
2. Какие основные методы конструирования и производства интегрального полевого  транзистора в радиоэлектронной технике?

3. Отличия n и p канальных полевых транзисторов при конструировании и производстве радиоэлектронной техники?
4. Как защищаются от тиристорной защёлки при конструировании и производстве ИС в радиоэлектронной технике?
5. Ограничения на размеры полевых транзисторов при конструировании и производстве ИС в радиоэлектронной технике.

6. Как рассчитать стоимость изготовления ИС при конструировании и производстве радиоэлектронной техники?
7. Какие единовременные затраты на производство ИС с точки зрения основных методов конструирования и производства радиоэлектронной техники?

8. Факторы, влияющие на появление брака при изготовлении кристалла с точки зрения основных методов конструирования и производства радиоэлектронной техники.
9. Факторы, влияющие на появление брака во время корпусировки с точки зрения основных методов конструирования и производства радиоэлектронной техники.
10. Как влияет брак на удельную стоимость ИС с точки зрения основных методов конструирования и производства радиоэлектронной техники?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Оценить стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1510 руб, стоимость сборки - 85 руб, Кол-во ИС на кристалле - 148, процент выхода годных при обработке пластины - 14%, процент выхода годных при сборке - 79%, Число элементов на ИС - 49316.  

2. Рассчитать стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1017 руб, стоимость сборки - 427 руб, Кол-во ИС на кристалле - 198, процент выхода годных при обработке пластины - 14%, процент выхода годных при сборке - 56%, Число элементов на ИС - 41946.

3. Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1726 руб, стоимость сборки - 760 руб, Кол-во ИС на кристалле - 150, процент выхода годных при обработке пластины - 33%, процент выхода годных при сборке - 84%, Число элементов на ИС - 3659. Вычислить стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  

4. Вычислить стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1506 руб, стоимость сборки - 969 руб, Кол-во ИС на кристалле - 180, процент выхода годных при обработке пластины - 25%, процент выхода годных при сборке - 71%, Число элементов на ИС - 79562.

5. Оценить стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1493 руб, стоимость сборки - 467 руб, Кол-во ИС на кристалле - 135, процент выхода годных при обработке пластины - 46%, процент выхода годных при сборке - 59%, Число элементов на ИС - 63773.

6. Кол-во ИС на кристалле - 162, процент выхода годных при обработке пластины - 84%, процент выхода годных при сборке - 78%, Число элементов на ИС - 19279. Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1311 руб, стоимость сборки - 898 руб. Оценить стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  

7. Найти стоимость микросхемы и среднюю стоимость элемента с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1708 руб, стоимость сборки - 471 руб, Кол-во ИС на кристалле - 122, процент выхода годных при обработке пластины - 63%, процент выхода годных при сборке - 63%, Число элементов на ИС - 95882.

8. Рассчитать среднюю стоимость элемента и стоимость микросхемы с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1960 руб, стоимость сборки - 67 руб, Кол-во ИС на кристалле - 186, процент выхода годных при обработке пластины - 22%, процент выхода годных при сборке - 88%, число элементов на ИС - 17668.

9. Число элементов на ИС - 7542. Стоимость пластины, на которой размещены ИС – 1717 руб, стоимость сборки - 396 руб, Кол-во ИС на кристалле - 132, процент выхода годных при обработке пластины - 78%, процент выхода годных при сборке - 66%. Рассчитать среднюю стоимость элемента и стоимость микросхемы с использованием математического пакета.  

10. Оценить среднюю стоимость элемента и стоимость микросхемы с использованием математического пакета.  Стоимость пластины, на которой размещены ИС - 1237 руб, стоимость сборки - 687 руб, Кол-во ИС на кристалле - 130, процент выхода годных при обработке пластины - 78%, процент выхода годных при сборке - 78%, Число элементов на ИС - 12006.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Дать определение интегрального резистора с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 

2. Дать определение интегрального конденсатора с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 
3. Дать определение распределённой RC структуры с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 
4. Дать определение интегральной индуктивности с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 
5. Дать определение интегрального транзистора с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники. 
6. Зачем в транзисторе скрытый n+ слой при основных технологических процессах  его производства? 
7. Дать определение интегрального диода с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
8. Перечислить методы изоляции элементов с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники.
9. Как формируется многоэмиттерный транзистор с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники?
10. Как формируется многоколлекторный транзистор с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Как формируется интегральный пленочный резистор с коэффициентом формы меньше 1? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента. 
2. Как формируется интегральный пленочный резистор с коэффициентом формы от 1 до 10? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
3. Как формируется интегральный пленочный резистор с коэффициентом формы более 10? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
4. Как учитывается рассеиваемая мощность при рассчёте резистора? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
5. Как формируется интегральный пленочный конденсатор? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.  
6. Как формируется распределённая RC структура? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
7. Как формируется пленочная индуктивность? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
8. Как формируется резистор в полупроводниковой микросхеме? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
9. Как формируется конденсатор в полупроводниковой микросхеме? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
10. Как формируется транзистор в полупроводниковой микросхеме? Приведите основные технологические  процессы производства данного элемента.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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2. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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3. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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4. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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5. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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6. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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7. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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8. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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9. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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10. Выполнить рассчёт гибридной микросхемы с использованием математического пакета
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6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Как выглядят cверхмалогабаритные полевые транзисторы с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники? 

2. Как выглядит кремниевый транзистор на изолирующей основе с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники? 

3. Как выглядят полевые транзисторы на основе структуры "кремний на сапфире" с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники?
4. Как выглядит полевой транзистор с р -каналом длиной 50 нм с точки зрения основных технологических процессов производства радиоэлектронной техники?  
5. Какие физические ограничения на уменьшение размеров и рост степени интеграции в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
6. Какие минимально допустимые напряжения и токи в ИС в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
7. Какая статистическая воспроизводимость технологического процесса в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
8. Какие теплофизические ограничения на рост интеграции в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
9. Какие задержки и искажения импульсов на связях после применения основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
10. Какие технологические ограничения на уменьшение размеров элементов ИС в основных технологических процессах производства радиоэлектронной техники?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Какие основные этапы производства полупроводниковых ИС с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

2. Какие технологические операции получения кристалла (чипа) будущей ИС с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

3.  Какие операции сборки и корпусирования ИС с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

4. Какая оптимизация стоимости одного активного элемента в составе БИС с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

5. Какие стоимостные характеристики операции получения кристалла и сборки ИС при использовании основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?  

6. Какие вероятностные характеристики получения годной ИС при использовании основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры? 

7. Минимизация стоимости изготовления одного элемента ИС при использовании основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры.
8. Какие конструктивные особенности КМДП ИС с точки зрения основных  методов конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры?
9. Приведите методы конструирования и производства  элементов схемотехники КМДП ИС.
10. Приведите методы конструирования и производства  полевых транзисторов с барьером Шотки.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Разработать КМОП ИС, содержащую 4 инвертора. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
2. Разработать КМОП ИС, содержащую 8 инверторов с открытым коллектором. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
3. Разработать КМОП ИС, содержащую 2 повторителя. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
4. Разработать КМОП ИС, содержащую 2 логического элемента 2И-НЕ. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
5. Разработать КМОП ИС, содержащую 2 логического элемента 2ИЛИ-НЕ. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
6. Разработать КМОП ИС, содержащую логический элемент 3И. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
7. Разработать КМОП ИС, содержащую логический элемент 3ИЛИ. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
8. Разработать КМОП ИС, содержащую логический элемент 4И-НЕ. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
9. Разработать КМОП ИС, содержащую логический элемент 4ИЛИ-НЕ. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
10. Разработать КМОП ИС, содержащую RS-триггер. Какое ПО вам пригодится для выполнения проставленной задачи?
